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前講義の pn接合/BJTの原理を元に、本講義ではMOSFETの特性・動作原

理について述べる。 

CPUなどの集積回路は、集積度と動作周波数の向上により、多大な進化を 

とげてきた。その中心的な役割を担ったのが、MOSFETであり、この性能革新

があったからこそ、現在の高性能な LSIが実現している。 

超入門編では、MOS capacitor、MOSFETの基本原理となるエネルギーバン

ド・IV特性について学習し、続入門編では、スイッチングに重要な弱反転特性、

そして、集積化に寄与してきたスケーリング則について述べ、最後に、MOSFET

の応用例として、パワーデバイスの原理および現状について触れる。 

以上 


